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Ruthenium  (Ru)  metal  has  many  unique  properties.  It  has  a  relatively  high  work  function,  its  oxide,  RuO2,  is 
conductive,  and  it  is  compatible  with  many  high‐κ  dielectric  oxides,  such  as  SrTiO3
1 and  TiO2.































































evaluated  by  X‐ray  photoelectron  spectroscopy  (XPS)  (ESCA,  Model  SSX‐100).  Film  electrical  sheet  resistance  was 
measured by a four‐point probe station (Veeco Instruments, Model FPP‐100). Film surface roughness was examined by 









































of  electron  surface  scattering  as  the  film  thickness  decreases.  A  scattering‐induced‐resistivity  model  is  used  to 
quantitatively  analyze  the  data.
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